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PÓŁPRZEWODNIKOWE PRZYRZĄDY MIKROFALOWE 
/karty katalogowe do nabycia w ZOINTE*1' /

Br? 4?3 Drar.aystor v. ca. cer.a 40
BED? 20 
EFDP 2CR

Tranzystor w. co. 4C

3AP 2SQ Dioda Schottky’ego 20
BAD? % Dioda 3chottky*egć 20
3AD? 1? Dioda Schottky’ego 20
BAD? 25 Dioda PIN 20
BAD? 26 Dioda FIN 20
BXD? 43 Varaktor 20
2XD? AD Varaktor 20
5XD? 45 Varaktor 20
3XDP 45 Varaktor 20
BAD? 32 Varaktor 20
5X2? 55 Varaktor 20
BXD? S2 Dioda ladur.kcva 20
BXD? S3 Dioda ładunkowa 20
SX2? SA Dioda ładunkowa 20
BXD? S5 Dioda ograniczająca 20
CXY? A3 Diody Guma 20
CXDF A3A Dioda Guma 20

- 0X2? 433 Dioda Cuma 20

i

Eełnr adres:
TästvEtTö TeaV.r.ologii Elektronowe/ 
Dakładcw Ośrodek Ir.forcacdi
Kalkowe/, Teohr.icane/ i Ekororicare/
Daiał Ir.iortacji i Dokuaentacji 
Al.Lotników 
02-563 Varsnawa /bl.VI.‘ nok. ■ • 0, tel.Łj^c! w.450/



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK TRO N O W EJ

TRANZYSTOR vv.cz. BFP 479

Krzemowy bipolarny tranzystor p-n-p wielkiej częstotliwości 
o ma 1-yni poziomio szumów i modulacji skrośnej do 900 MHz jest 
przeznaczony do pracy w zakresie UHF/UHF w sprzęcie powszech­
nego użytku, zwłaszcza w stopniach wejściowych odbiorników TV 
pracujęcych z dużymi sygnałami.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie kolektor-baza U0B -25 V

Napięcie cmitor-baza UEB

>roi

Napięcie koloktor-omiter UCE -25 V



-  2 -

Pręd kolektora I(> -5C mA
Całkowita moc wejściowa /stała 
lub średnia/ na wszystkich
elektrodach przy tamb 25°C. Ptot 200 mVV
Temperatura złęcza t^ +150 °C
Temperatura przechowywania tstq oc* +^̂ '° °c

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Oedn. Wart oś fc Warunki
parametru min. typ. max. pomiaru

1 2 3 4 5 6 7
Pręd zorowy 
kolektora

1
ec b o nA -100 UCB = -20 V

Ig O 0

Napięcia prze-j 
bicia kolok- 
tor-baza U/BR/CB0 V -25 Ic a  -100 y U A

iB p 0
Napięcie prze­
bicia kolek- I 
tor-emiter U/BR/CE0 V -25 I = -5 mA

4 - o

Napięcie prze­
bici.'! emitor- 
-baza U/BR/EB0 V -3 IQ = -10 nA

t » 0  c
Stateczny 
współczynnik 
wzmocnienia 
prędowego h2lE - 20

-s
uCE = -10 V
I as - 8 mA c

Pojemność ko- 
lektor-baza CCB0 pP_

nF
1,0
0,85^

uCB = -io v 
h  ■ 0
f = l  MHz
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNI; c,d.
1 2 3 Ą 5 6 7

Wopółczynnak
szumów F

dB
dB
dB

4,5
6,0
4,5*)

uCB — 10 V
I = -8 mA c
f « 200 MHz 
f = 800 MHz 
f « 000 MHz

Przenoszony zy3k 
mocy g t dB

dB
12,5 
16, 5*5

UCB - “10 V
I s* ~8 mA c
f - 800 MHz 
l?L « 50011

Częstotliwość
graniczna f T GHz UC8 - -10 V

I = -8 mA c
f « 100 MHz

Napięcie zakła­
dane, powodujące 
1-proc. modula­
cję ckrośnę 
1/2 SEM Rg <= 50 Udist mV 50 uCB - “10 V

I u -8 mA c
f = 400 MHz3

- fdint " 320 MHz

* Pcramatry tranzystora przeznaczonego do telewizyjnej 
głowicy w.cz. GW~l.
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IN ST Y T U T  TECH N O LO G II E L E K T R O N O W E J

TRANZYSTOR W.CZ. BFDP 20BFDP 20R

Tranzystor BFDP 20R względem BFDP 20 posiada zamienione miej­
scami wyprowadzenia E z B.
Krzemowy bipolarny tranzystor n-p-n wielkiej częstotliwości 
o małym poziomie szumów jest przeznaczony do pracy w układach 
wzmacniaczy pracujęcych w zakresie Uf-1F/VHF.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYDNE
Napięcie kolektor-baza UCQ 20 V
Napięcie emiter-baza UEB 3 V
Napięcie kolektor-emiter UCE 12 V
Pręd kolektora Iq 30 mA
Całkowita moc wejściowa 
/stała lub średnia/ na 
wszystkich elektrodach
przV (amb ■ 25 Ptot 180 mW
Temperatura złęcza t. +150°C
Temperatura przechowywania t(łt-n * +150°C

i

etg

KARTA K A T A LO G O W A
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3,20max
2,70min.

c
Eco

min 2)6  — 2,34 max.

Xae
LD

Obudowa tranzystora BFDP 20 /CE-45/
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TRY CHARAKTERYSTYCZNE A amb = 25°C/

Nazwa parametru Symbol Oedn .
Wartość Warunk i 

pomiarumin . typ. max .

Pręd zerowy kolek­
tora przy It a 0 IC80 nA - «•» 100 UC8 " 15 V

Napięcie przebicia 
kolektor-baza przy
Ig ** 0 U/BR/CB0 V 20 - Ię » 100 (uA

Napięcie przebicia 
kolektor-emiter 
przy IQ * 0 U/BR/CEO V 12 i. - Ij, « 5 mA

Napięcie przebi­
cia emiter-baza 
przy Ic » 0 U/BR/EBO V 3 - - Ig o 10 {.i A

Statyczny współ­
czynnik wzmocnie­
nia prędowego h21E - 20 70 250

UCE " 10 V 
Iq “ 8

Pojemność kolek- • 
tor-baza przy 
I a 0C CCBO pF - 0,8 1.0

UCB0 * 10 V 
f - 1 MHz

Współczynnik szu­
mów w układzie 
wspólnej bazy F dB - - 6,0

UCB 3 1° v 
1^ « 8 raA
f a 800 MHz
Z « 50 Q

Współczynnik prze­
noszenia w przód 
w układzie wspól­
nego emitera S21e - 1,6 - -

uC8 - io v
l ę  « 8 mA
f - 800 MHz
Z, - 50 il o

M.. łosygnałcwy 
zwarciowy współ­
czynnik przeno­
si zenia prędowe- 
yo w układzie 

pólnego emite­ra h21e — 20 35 -

uCB - 10 V 
Ig. a 8 mA 
f « 100 MHz



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al# Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
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IN STYTU T TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

DIODA SCHOTTKY 'EGO BAP 280

BAP 280 jest krzemową diodą Schottky'ego w obudowie plastyko­
wej CE37 /SOD 23/. Dioda ta przeznaczona jest głównie do 
pracy w mieszaczach w paśmie do H GHz* Może być również stoso­
wana w detektorach i szybkich układach przełączających*
Na życzenia odbiorców diody mogą być segregowane na. dwie ©rupy 
B i R ze względu na pojemność oraz dobierane parami lub ozwór- 
kami*

13<Q5
-1 ln

Jjs CNI
cS

CNX maxA,1 'm
£

Y/ymiary obudowy plastykowej CE3.7

W S T Ę P N A  KARTA KATALOGOWA
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C OPUS 20 ZAI\rE PARAMETRY EKS PLOATACYJNE 
Prąd. v* kierunku przewodzenia Ip

Temperatura złącza 

Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania

tamb

etg

30 

1.00 

-40 — +85 

»55 " +100

mA

0

ELEKTRYC ZKE PARAMETRY CHARAKTERYS TYG ZNE

Nazwa parametru Symbol Jedn0 Wartość Warunki
mino mars o pomiaru

Napięcie w kierunku 
przewodzenia u? V 056 I- = 1.0 mA P
Napięcie wsteczne de V 4 u —̂ O >

Prąd wsteczny oA 250 nE = 3 v
Pojemność dla- pod- 
typóws PP//" ■

RAP 280 15,3
RAP 280R 
RAP 280B

pP t»s1 1#5
1,2

UR - 0 
f s: 1 MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al, Lotników 32/’46
02.-608 Wart sawa

tI'U  8156/7 Druk 20IITTS ITE (>Ć)/S7 n. ĘOO-
Cena 20 zł 
kwiecień 1-987

PRAWO REPRODUKCJI ZJUSTKEBŻOHE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA SCHOTTKY’EGO
+

BADP 14

Anoda

Rysunek obudowy diody Schottky*ego BADP 14

Dioda BADP 14 jest krzemową diodą z barierą powierzchniową 
w obudowie ceramiczno-metalowej 0C4 lub 0C4p. Jest przezna­
czona do praoy w mieszaczach mikrofalowych w paśmie 2 - 4  GHz. 
Jej podtypami są diody: BADP 14A, BADP 14B, BADP 140.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Prąd wsteczny 1^ 1 ^uA
P rą d  w k ie r u n k u
p rz e w o d z e n ia  Lp 8 0  mA
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Temperatura pracy ^amb -5 5 - 1 0 0
Temperatura przechowywania ^stg “^  ^ 100 C
Całkowita moc strat
/kierunek przewodzenia/ Ptot 50 m.v
Temperatura złącza t̂  150 C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
r V---
Nazwa Symbol Wartośó Jedn. Warunki pomiaruparametru min. max.
Napięcie prze- 
hicia wstecz­
nego °BH 3 — Y 3* = .1 /uA
Pojemność
złącza °jo — 0,65 pF uX( = 0 V
Częstotliwość
graniczna fT 55 — GHz —

Całkowita moc 
strat Ptot — 50 mW

■ Kierunek przewo­
dzenia

Współczynnik 
szumów dla: 

BADP 14A 
BADP 14B 
BADP 14C

Fo 7
6,5
6

dB P± =1 mW,f = 3 GHz 
F±f = 1,5 dB

Współczynnik 
fali stojącej ST — 2

P± = 1 mW,RT » 20£ 
f = 3 GHz L

Impedancja 
diody dla po­
średniej czę­
stotliwości ZiF 200 400 Q

P± = 1 mW,RL => 20 Q 
f = 3 GHz

Ohoiążalność 
mocowa falą 
ciągłą Pcw 50 mW f = 3 GHZ,t = 5 mir
Pojemność
rozproszona cp — 0,25 pF f = 1 MHz
Całkowita sr

szeregowa in­
dukcja zastęp­
cza Ls _ 0,8 nH f = 3 GHz
Maksymalna ener 
gia pojedyn- 
ozego impulsu - Ei — 5 erg T = 2,5 ns

‘INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ Telex 815647
AL. Lotników 32/46 Tel. 435401
02-668 Warszawa Druk ZOINTE ITE zam. ¿{ /81
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3L33I INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA SCHOTTKY%EGO . BADP 17

Krzemowa dioda z barierę ScHot£l<y'ego typ BADP 17 przezna­
czona jest głównie do pracy w miaszaczach w paśmie UHf- * Mozę 
być r ó w niażstosowana w detektorach i szybkich układach prze- 
łęczajęcych. Dioda ma obudowę plastykowę CE45 f f  prze- 
znaczonę do montażu w układach hybrydowych,

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie wsteczne ^
Pręd przewodzenia 1
Temperatura złęcza
Temperatura przechowywania t
Temperatura otoczenia t

4 V.
30 m A

F
+ 100 °C

j -55 * +125 °Cstg
amb -55 f +100 °C

2.

(MO' n t>T™
2,2 ,

**4*O*

BADP 17 BADP 17R

L - A

2 A -

3 K K

Odpowiednio zwymiarowany rysunek obudowy

KARTA KATALOGOWA
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Symbol
\

Jedn» Wartość Warunki
min. typ- max. pomiaru

Napięcie prze­
wodzenia UF raV «■>

m»
w 470

600
lF °

1 mA 
10 mA

Napięcie prze­
bicia UBR V 4 mm - *R " 10 yuA

Pręd wsteczny XR nA 250 UR ■ 3 V

Pojemność cał­
kowita C tot pF - IV» 1,2 f R “ 01 MHz

Rezystancj a 
dynamiczna rT & - - 10 fF ° 10 mA 1 MHz

Współczynnik
szumów F dB - 6 - f = H000 MHz

m) Moc oscylatora lokalnego Po * 2 mW, szumy wzmac-
niacza pośredniej częstotliwości F

0 .oz <  »-s dn-
PPZV fp.OZ ■ 30 MHz.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 435401
tlx. 815647 DRUK ZOINTE ITE zem. -423/06 n.3(K)
wrzesień 1986
Cena zł 20 PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



aa INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

DIODA PIN BADP 23

Rysunek obudowy diody PIN BADP 23

Dioda BADP 23 jest krzemową diodą PIN z dyfuzyjnymi złączami 
p-i oraz i-n. Obudowę ma ceramiczno-metalową* Dioda jest prze­
znaczona do regulacji i przełączania mocy mikrofalowej* Inną 
wersją tej diody jest dioda BADP 23A.

PARAMETRY DOPUSZCZA].,)! 10
Napięcie wsteczne UR 700 V
Całkowita moc rozproszona Ptot 5 W
Temperatura złącza tJ 150 °c
Temperatura przechowywania U

^stg -55 -r +125 °c
Temperatura pracy ^amb -55 -i- +100 °c



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Wartość Warunki pomiaruparametru min. max.

Napięcie prze­
’

bicia wstecz­ •
nego UBR 700 — V Ir =» 1 0 ̂uA
Pojemność
całkowita Ctot - 0,8 pF Hr » 50 Y,f « 1 MHz
Pojemność
oałkowita C t ot — 1,5 pF UR a 0 V, f = 1 MHz
Szeregowa re­
zystancja za­
stępcza rs — 0,8 Xp = lOO.mA, f =1 GHz
Napięcie prze­
wodzenia UF — 1 V IR a 100 mA
Całkowita moc ; •
rozproszona Ptot 5 - W ptot " V JF
Rezystancja kierunek przewo­termlozna Rthj-o - 2 3 °c/w dzenia
Prąd wsteozny % - 1 ^uA UR =  300 Y
Czas przełą- v
c zania trr 500 ns IR=100 mA,Irm=500 mA, 

irr “  ° r 2 1 R H ’ z o ^ o a

Współczynnik
fali stojąoej Sv 60 - Y/Y I „  = 0, f  =  1 GHz
Moc impulsowa s.

b.w.oz. pRFP 2,5 — kW w układzie ogranicz­
dla podtypu 
BADP 23A 5 - kW

nika o irapedanoji 
Z0 =  5 0  il przy impul­
sie o 'ri = 5 , 8 / U S  
i  f p =  3 5 0  Hz 7 
Ur  -•* 0 V, czas bada- 
aia 30 min

Pojemność roz­
proszona °p — 0,25 pF f =  3 GHz
Szeregowa in-
dukcyjność
zastępcza
Tłrdinł/Tnrrm ___  -

Ls — 0,8 nH f  =  3 GHz
— J. w UJjUU- .
Al. Lotników 32/46 
02—668 Warszawa

CM OWEJ Telex 815647 
Tel. 435401 

Druk ZOINTE ITE zam. M  /8^ n. iecc



giffls INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

DIODA PIN BADP 26

£
v*> 3,1

Dioda BADP 26 jest krz.emowę diodę PIN z dyfuzyjnym złęczem 
p - i i epitaksjalnym złęczem i - n. Dej konstrukcja jest ty­
pu mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. 
Obudowa jest ceramiczno-metalowa.
Diody BADP 26 sę przeznaczone do stosowania w układach tłu­
miących i przełączających moc mikrofalową. Inną wersję tej 
diody jest dioda BADP 26A.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Prąd wsteczny IR 10 ^uA
Całkowita moc strat PŁ Ł 2 Wtot

Anoda
Rysunek obudowy diody PIN BADP 26



tTemperatura złącza 
Temperatura przechowywania 
Zakres temperatury procy

'stg
‘amb

150 
-55 T + i 
-55 T +100

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Wartość Oedn. Warunki pomiaruparametru min. max
Napięcie prze­
bicia wstecz­
nego UBR 150 - V “ 10 yUA

iPojemność
całkowita Ctot - in*o pF UR a 50 V,f a 1 MHz
Pojemność
całkowitapodtyp C tot 0,35 o,ęo pF UR o 0 V,f ■ 1 MHz

BADP 26 A 0,35 0,75 pF
Rezystancja
szeregowa rs mm 1 , 0 Ip ** 100 mA, f a 1 GHz
Współczynnik vfali stojącej Sv 60 : - V

V UR « 0 V,f » 1 GHz
Rezystancja A Kierunek przewodze­
cieplna Rthj-c - 60 °c/w nia
Całkowita mo.c Kierunek przewodze­
strat Ptot 2 - w nia
Prąd wsteczny • JR - 100 nA UR = 50 V
Pojemność
rozproszona Cp 0,25 pF f a 3 GHz
Całkowita
szeregowa
indukcyjność
zastępcza Ls - 0,8 nH f a 3 GHz
Czas przełą­ Ip a 100 mA , UR a 50 Vczania t •m 80 nSrr Rl a 100 SI
Częstotliwość
graniczna fT 300 GHz UR = 100 V,

Ip = 100 mA,f a 3 GHz
Moc mikrofalo­ = 5,8 yuswa przy pracy
impulsowoj pRFP C , 6 mm UW f a 350 Hz,z a 5011 p 0

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ Telex 015647
Al. Lotników 32/46 Tel. 435401
02-668 Warszawa Druk ZOINTE ITE zam. ii /81 njwó1



1 IN ST Y T U T  T E C H N O LO G » E L E K T R O N O W E J

WARAKTOR ^

Waraktor BXDP 43 Jest diodą o'zmiennej pojemności- wykonaną w 
technice mesa z krzemu epitaksjalnego. Przeznaczony Jest do 
pracy w powielaczach częstotliwości w zakresie do 1 GHz.

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wsteczne UR 90 V
Całkowita moc rozproszona Ptot 4 W

o
Temperatura złącza p-n tJ 150 C

A
Temperatura przechowywania tstg -55 t +100 °c
Temperatura pracy ^amb -55 -r +100 °c

KARTA K A T A LO G O W A
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PARAMETRA CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol Jedn.
Wartość Warunki
min. max. pomiaru

Napięcie przebicia UBR V 90 - -
Pojemność złącza p-n C3 pF 8 10 UR o 6 V

Stosunek pojemności C1 - 2 - przy UR=0
C2 C2 przy Ur=6V

Całkowita moc rozpro­
szona Ptot W 4 — Ptot” UF‘TF
Częstotliwość
odcięcia H, o o GHz 15 — UR = 6 V, 

f = 3 GHz
Rezystancja
termiczna °c/w - 18 -

Szeregowa induk- 
cyjność zastępcza Ls nH 1,2 1,8 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01 
tlx 815647
Cena 20 zł. i /
Styczeń 1986 DRUK ZOINTE. ITE zam. £6/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE:



ą^lINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
WARAKTOR BXDP 44
Waraktor BXDP 44 Jest diodą o zmiennej pojemności'wykonaną w 
technice mesa z krzemu epitaksjalnego. Przeznaczony Jest do 
pracy w powielaczach częstotliwości na pasmo S.

3 5-
1 •'Cf ^ \ ̂$

10
19,8*0.3

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wsteczne UR 60 V

Całkowita moc rozproszona Ptot 2 W

Temperatura złącza p-n *J 150 °C

Temperatura przechowywania tstg -55 f +100 °c
Temperatura pracy ^amb -55 f +100 °c

KARTA K A T A LO G O W A



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol J edn. Wartość Warunki
min. max. pomiaru

Napięcie przebicia UBR V 60 ••• -
Pojemność złącza p-n pf 2,5 3,5 UR - 6 V, 

f - 1 MHz

Stosunek pojemności O 
o

f\)
- ■ 2 - C1 przy UR=0 

C2 przy Ur=6V
Całkowita moc roz­
proszona Ptot . W 2 - Pt o t * V  TF

Częstotliwość odcię­
cia fco GHz UR = 6 V, 

f = 3 GHz
dla podtypu 
BXDP 44A 40
dla podtypu 
BXDP 44B 50 —
dla podtypu 
BXDP 44C 60 —

Rezystancja ter­
miczna Rthj-c o o - 55 -

Szeregowa induk- 
cyjność zastępcza Ls nH 1,5 1,8 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
teł. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 zł
Styczeń 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. ¿/¿/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



Istist IN ST Y T U T  TECH N O LO G II E L E K T R O N O W E J

Y/ARAKTOR BXDP 45

Waraktor BXDP 45 jest krzemową diodą o zmiennej pojemności 
wykonaną w technice epiplanarnej. Przeznaczony jest do pracy 
w powielaczach częstotliwości na pasmo S,

RysuneK obudowy

KARTA K A T A LO G O W A
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PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wsteczne UR- 60 % V
Całkowita moc rozproszona Ptot 2 W
Temperatura złącza p-n

t Stg

150 , °C
Temperatura przechowywania -55 -r +125 °c
Températura pracy 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
^amb -55 + +100 c

Nazwa parametru Symbol J edn.
Wartość Warunki

min. max. pomiaru

Napięcie przebicia UBR ■ V 60 - -
Pojemność złącza p-n

ci

pF 2,5 3,5 f « 1 14Hz 
UR = 6 V

Stosunek pojemności 1
C2 '

2,3 C1 przy IJR=0 
C2 przy Ur=6V

Całkowita moc roz­
proszona Ptot W 2 - Ptot = UF* XF
Częstotliwość od­
cięcia

fco GHz UR = 6 V, 
f = 3 CHz

dla podtypu 
BXDP 45A 40 .

dla podtypu 
BXDP 45B 50 _

dla podtypu 
BXDP 45C 60 — -

Rezystancja termiczna Rthj-o

o o > - 40 -
Pojemność rozproszona CP pF - 0,25 f = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- 
ność zastępcza Ls nH - 0,8 f = 3 GHz

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647 
Cena 20 zł 
Styozeń 19B6 DRUK ZOINTE ITE zam. ^6/86 n. 500 

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



1OEM» INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

WARAKTOR BXDP 46

3:

016-045

02.1tM5
 01,6-0.05

Waraktor BXDP 46 jest waraktorera krzemowym z dyfuzyjno-epitak- 
sjalnym złączem p-n w obudowie ceramicznó-metalowej 0C4 lub
0C4p.
Jest przeznaczony do pracy w mieszaczach częstotliwości.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napijcie wsteczne d r 60 V

Całkowita moc strat Ptot 2 .W

temperatura złącza t . 
3

150°C

temperatura przechowywania t3tg -55 f + 125°C
Temperatura pracy ^amb -55 f +100°C



PARAIIETKY CIIAAAKTEUYSTYCZUE

liazwa paranietru Symbol Jedn. u'airtość V: aminki
min. typ. max. pomiaru

Kapiecie prze­
bicia ws tocz­
nego UBR

4

V 60 - - IR = 10yuA

Pojernnoóć złą­
cza pF 1.5 - 2,0 1 IHIs

Stosunek poje­
mności złącza

^  .

pF/pP 2,0 - -

Częstotliwość 
odcięcia 
dla BXDP 46A' 
dla 3XDP 4£B

fC0 Gilz
Gilz

60
80

-

__
Ur=6 V f=3GIIz

Całkov/ita moc 
strat Rtot W 2 - - Kie minek 

przewodzenia 
prąd stały

Rezystancja
termiczna Rthj-c °c/vr - - 60 Kierunek

przewodzenia

Pojemność roz­
proszona CP pF - ■ - 0,25 f .= 3 GHz
Całkowita, sze­
regowa indukcyj- 
nosć zastępcza Xs nil - - 0,8 f * 3 GHz

INSTYTUT TECHiiOLOGII ELEKTRONOV/IOJ
Al. Lotników 32/46 
02-660 l/arszawa
telex 015647 /

Druk’ *ZÔ NTJi 1ITE zara • / . • n.

/
h



WARAKTOR BXDP 52

Rysunek obudowy waraktora BXDP 52

Waraktor BXDP 52 jest krzemową diodą epiplanarną z dyfuzyj­
nym złączem p-n w obudowie ceramiczno-metalowej 0C4 łub 
0C4p* Opracowano 2 jego wersje: BXDP 52A, BXDP 52B*
Jest przeznaozony do praoy w powielaozaoh częstotliwości,

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięoie wsteczne UR 20 V
Całkowita moo rozproszona Ptot 500 mW
Temperatura złącza td

tstg
150 °C

Temperatura przechowywania -55 r +100 °c
Temperatura pracy

— — o
^amb -55 -i- +1 00 °c
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa
parametru Symbol Wartość

min. max. Jedn. Warunki pomiaru

Napięcie prze- 
bioia. wstecz­
nego
Pojemność
złącza
Stosunek po­
jemności

Częstotliwość 
odcięcia dla 
podtypu

BXDP 52A
BXDP 52B

Sprawność pod­
wajania

Całkowita moc 
rozproszona

Rezystanoja 
termiozna
Pojemność
rozproszona
Szeregowa in- 
dukcyjność za­
stępcza

UBR

cj j

R

oo

Ptot

thj-o

C

20 

0, 5

2

120
150

35

500

0,9

80

0,25

0,8

V

pF

pF/pF

I r  => 1 0  y u A

UR « 6 V

U, 1

UHz
GHz

%

mW

°C/W

pF

nH

U-
R  -  0 V,
2

R 6 V

UR=» 6 Vjf« 3 GHz

f1 = 5,85 GHz, , . 
PCVV1 “15° + 200 mW

Ptot " UF* %

P_ < 500 mW
O

f a 3 GHz

f = 3 GHz

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02—668 Warszawa
Telex 815647
Tel. 435401 Druk ZOINTE ITE zam. 24/81 n.pcc



¿sm INSTYTUT TECHNOLOGU ELEKTRONOWEJ
WARAKTOR BXDP 56

Dioda BXDP 56 jest krzemowym waraktorem ograniczającym o kon­
strukcji planarnej. Obudowę ma ceramiczno-metalową 0C4 lub 
0C4p.
Dioda jest przeznacz o.«-* aCT»n±czania mocy mikrofalowej 
w paśmie L.

KARTA KATALOGOWA
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PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wsteczne UR 25 V
Moc całkowita r>rozproszona tot 0,7 W
Temperatura złącza tj +150 •°c
Temperatura i
przechowywania stg ->55 + +125 uc
Temperatura pracy ^amb -55 + +100 °P
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Symbol Jedn. Wartość Warunki
min. tyn. max oomiaru1 2 3 4 5 b 7

Napięcie
przebicia U( BR) V 25 — Ir = 10 yuA
Pojemność c„. pF 0,5 0,3 UR = 0 V»̂dlAU o J. L/d X
Częstotliwość
odcięcia fco GHz 90 - UR = 0 V 

f » 3 GHz
Moc całkowita D T.r 0,7 kierunek

przewodzeniarozproszona 'tot

Rezystancja
termiczna ^thj-c °c/w - 75

prądem stałym
kierunek
przewodzenia

Pojemność
rozproszona CP pF - 0,25 f = 3. GHz
Szeregowa
indukcyjność
zastępcza Ls nH 0,3 f = 3 GHz

Szeregowa
rezystancja
zastępcza rs Q - 1,3 IP = 10 mA 

f = 1 GHz
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al, Lotników 32/46
02-663 Warszawa
Tel, 43 54 01
Tl* 31 56 47

Druk ZOINTE ITE zam.k3/83 n.3&9

Cena 2 0  z ł  PRANO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



'IODA ŁADUNKOWA BXDP 82

Rysunek obudowy diody ładunkowej BXDP 82

Dioda BXDP 82 jest krzemowę diodę ładunkowę o konstrukcji ty­
pu masa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. 
Obudowę ma ceramiczno-metalowę 0C4 lub 0C4p.
Dioda jest przeznaczona do generacji harmonicznych,

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie wsteczne UR 50 V
Całkowita moc rozproszona Ptot 3 W
Temperatura złęcza 150 °c
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Temperatura przechowywania 
Temperatura pracy

' PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE '

Nazwa parametru Symbol
Wartość

Jedn.
Warunki
pomiarumin. max.

Napięcie przebicia 
wstecznego UBR 50 — V H

70
U H- O \

Pojemność złęcza 1 2 pF UR » 6 V
Częstotliwość
odcięcia

• 
Oo4- 100 ’ - GHz UR - 6 V

Całkowita moc 
rozproszona Ptot 3 - " W P„ . » Uc • I_ tot F F
Rezystancja
termiczna Rth - 40 1o P < 3 W
Pojemność
rozproszona CP

¡
0,25 pF f » 3 GHz

Szeregowa induk- 
cyjność zastępcza Ls - 0,8 nH f *» 3 GHzt
Efektywny czas 
życia nośników 
mhiej szościowych TT 35 ns

*p « 10 mA 
IR b 6 mA

Czas przejścia T t 250 ps IF « 10 mA 
UR » 10 V

' INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al.Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
Telex 815647 
Tel. 435401

'stg -55 125
'amb -55 7 « O

Druk ZOINTE ITE zam. 81/n.lKC



DIODA ŁADUNKOWA BXDP 83

Dioda BXDP 83 jest krzemowę diodę ładunkowę o konstrukcji ty­
pu mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. 
Obudowę ma ceramiczno-metalowę 0C4 lub 0C4p. Dioda BXDP 83 
jest przeznaczona do pracy w generatorach harmonicznych i u- 
kładach kształtujęcych impulsy.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wsteczne UR 30
Moc całkowita wejściowa Ptot 2
Temperofur.t złęcza <j +150
Temp'- rn t ur; przechowywania tstg -55 *r +125
Temperaturę- pracy łramb -55 +  +100



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwą parametru Symbol Wartość Jedn. Warunki
min typ max pomiaru

Napięcie przebi­
cia UBR 30 V IR = 10 yUA
Pojemność złęcza C 1-6 0,5 1,2 pF UR = 6 V
Częstotliwość
odcięcia fco 130 - GHz c 0 Oł <

Moc całkowita 
wejściowa Ptot 2 - W Ptot ■ V JF
Rezystancja
termiczna iRth - 60 o o > Pg <  2 W
Pojemność roz­
proszona CP ' - 0,25 PF f = 3 GHz
Szeregowa ̂ in~ 
dukcyjność za­
stępcza Ls 0,8 nH f- 3 GHz
Efektywny czas 
życia nośników 
mniejszościowych V 15 ns

Ip =* 10 mA 
IR a 6 mA

Czas przejścia T t 120 pa Ip « 10 mA 
UR a 10 V

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
t e1. 43-54-01 
tlx 815647

Druk ZOINTE ITE zam. *7/82 n .*500



IN ST Y T U T  TECH N O LO G II E L E K T R O N O W E J
DIODA ŁADUNKOWA BXDP 84
Dioda BXDP 84 jest krzemową diodą ładunkową o konstrukcji typu 
mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. Obu­
dowa ceramiczno-metalowa 0C4 lub 0C4p, Dioda jest przeznaczona 
do generacji harmonicznych.

Obudowa diody ładunkowej BXDP 84

0C4p

W S T Ę P N A  KARTA KATALOGOWA
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PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wsteczne 'i UR 75 V
Całkowita moc. rozprof.zona Ptot ¿ W
Temperatura złącza tJ

tstg'
"̂ amb

o o o

Temperatura przechowywania 
.Temperatura pracy

-55 t

-55 f
+125 °C 
+100 °C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Nazwa parametru Symbol J edn. Wartość Warunki

min. max. pomiaru

Napięcie przebicia UBR V 75 - I r  =■ 10 fJlA
Pojemność złącza pF 5,5 7 UR b 6 V
Częstotliwość odcię­
cia fco GHz 30 - UR - 6 V, 

f B 3 GHz
Całkowita moc roz­
proszona Ptot W 4 - Ptot=UF ‘ IF
Rezystancja termiczna

■V
R., , thj-c °C/W - 30 P < 4  W 

Z
Pojemność rozproszona CP PF - 0,25 i = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- 
ność zastępcza Ls nH - 0,8 f = 3 GHz

Czas przejścia tt ns mm 0,8 Ip = 10 mA, 
UR = 10 V

INSTYTUT TECHNOLOGII 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa

ELEKTRONOWEJ
•

tel. 43-54-01 
tlx 815647
Cena 20 zł
Styczeń 1986 DRUK 7.0INTE ITE zam. A6/86 n . W

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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D i o d a  ; X D P  8 6  j e s t  k r z e m o w ą  d i o d ą  o g r a n i c z a j ą c ą  o konstruke.ji 
t y p u  m a c a  z o b s z a r e m  a k t y w n y m  pasywov;anyin t l e n k i e m  termicznym.. 
O b u d o w a  c e r a m i c z n o - ;  t a l o w a  O C -4 l u b  U C - ó p .  Dio<b- j e s t  p r z e z n a ­
c z o n a  d o  pracy, w  p a s y w n y c h  o r r n n i c z n i k n c h  mocy. m i k r o f a l o w e j .

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Rysunek obudowy

WSTĘPNA KARTA KATALOGOWA



iXiPHSXo: -ALr.K f a ;;A. t k y  ; ;k :>i ; a.a i a c y .

N ap ię ć . ie  wst.ecz.ru' l R 25 V

C a łk o  w i ta  :no c. w o j : c i o w; i * t.o L 0 »7 . W

° cT e m p e ra tu ra  z łpcz .a i  . H-130

T e m p e ra tu ra  p rze ch o w yw a n i t l  ,5 L l' -  5 5 ł  +12 5 °c
o

T e m p e ra tu ra  p r a c y  

Koc im pulsowa* b . w . c z .
Eamb -5 5  + +100 r*

1 RFP 6 w

*5:oc impulsowa b.w.cz. padająca w układzie ograniczni' 
równoległe yo w linii koncentrycznej o Z = 50 .O, przy 
częstotliwości f = 3 Gilz, szerokości impulsu T = 10/us 
i częstotliwości powtarzania f = 100.0 Mz.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZl!E

W a z v.r a p a ra m e t ru Symbol a e d n . W a r to ś ć W arunk i

m in . m a r . p o m ia ru

N a p ię c ie  p r z e b i c i a ii
BR V 25 - i r= i o  / ja

P o jem ność  c a ł k o w i t a C' t o t pF - 0 ,5 II O <

C z ę s t o t l iw o ś ć  o d c ię c i a H) O O GHz 100 - UR= 0 V

f =  3 GHz

Szeregow a r e z y s t a n c j a  
z a s tę p c z a r s Q. - '2 , 5

I r = lO  mA 
f  = 1 Gilz

Czas u s t a l e n i a  c h a r a k ­
t e r y s t y k i  w s te c z n e j t r r ns - 3

1 ^ = 2 0  mA,

I R[ =100 mA, 

Zo= . 5 0 Q

1r r  r r )~  0,1 I RM

C a łk o w i t a  moc 
w e jś c io w a Pt o t •W 0 , 7 - P4._4.sUt, * I r  t o t  ł‘ 1*

R e z y s ta n c ja  t e r m ic z n a R . , , t h j - c °C/W - 90 P < 0 , 7  W

Po jem ność r o z p ro s z o n a C
P

pF - 0 ,2 5 f  = 3 GHz

Szere ;;ow a I n d u k c y  jn o ś ć  
z a s tę p c z a L e nrl - 0 , 8 f  =■ 3 G ilz

IKSTYTUT TECHECLOGII ELEKTRO! iOV/ls.T, Al. Lotników 32/A6,
0 2 -6 6 8  Warszawa,- t l x  8156A 7 , t e l  A i 5A01

Druk ZOII¡TE ITE xam.30</SA 
Cena 6 zł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻ; K Maj 19®



DIODY GUNNA CXYP 43

Rysunek obudowy diody Gunna CXYI‘ 43■

Diody CXYP 43 są arsenkowo-galoy/ymi diodami Gunna małej mocy. 
Mają obudowy ceramiczno-metalowe. Są wytwarzane w 4 wersjach: 
CXYP 43-1, CXYP 43-2, CXYP 43-3, CXYP 43-4.
Diody są przeznaczone do generacji mocy mikrofalowej w paś­
mie X.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie pracy UQ 12 V
Zakres temperatury pracy ^amb ^
Zakres temperatury przechowywania t ^  ‘-55 - +100 °C
Prąd progowy I 350 mA

Anoda



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Wartość Jedn. Warunki pomiaruparametru min. max.
Częstotliwość
pracy fo 8 12 GHz
Moc wyjśoiowa:
CXYP 43-1 
CXYP 43-2 
CXYP 43-3 
CXYP 43-4

5
10
15
20

-
mW
mW
mW
mW

Napięcie praoy uo 6 12 V .

Prąd praoy:
CXYP 43-1 
CXYP 43-2 
CXYP 43-3 
CXYP 43-4

lo

-

125
150
200
225

mA 
' mA 
mA 
mA

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02—668 Warszawa
Telex 815647 
Tel. 435401

Druk ZOINTE ITE zam. 'I je-l/n. icc c



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK TRO N O W EJ

DI0DAGUNNA • CXDP 43A

CXDP 43A jest diodą Gunna małej mocy a arsenku galu przezna­
czoną do generacji mocy mikrofalowej w paśmie X.
Dioda jest przeznaczona do pracy w generatorze GFX-001.

*0,05

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Maksymalne napięcie pracy 
Zakres temperatury

UC'rr¡ax 12

pracy ^amh -40 -r +70
Temperatura
przechowywania tstg -55 -r +100



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE mierzone w generatorze GEX-001
' W  ' 25°C/

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość
min typ IT2X

Napięcie zasilania ui V 8,2 9,0 9,8

Moc zasilania Ptot W - - -,2

Nominalna często­
tliwość pracy po MHz - 1 0400 -

Zakres przestraja- 
nia mechanicznego > O MHz 200 200 —

Moc wyjściowa 
w zakresie prze- 
strajania mecha­
nicznego PP raW 15 -

INSTITtlT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-608 Warszawa
te] * 43-54-01 
tlx 815647 Druk ZOINTE ITE zam.



c-e  m i INSTYTUT TECHNOLOGII E L E K T R O N O W E J'■  .  MBWWiiininiwwwMiajgs»«»

. CZDP 4 3 -BDIODA GUŃKA

CXDP A3-B jest diodą Gunna małej mocy z,arsónku galu przezna­
czoną do generacji mocy mikrofalowej w paśmie X.
Dioda jest przeznaczona do pracy w generatorze GFXE-OOZ.•

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napięcie wejściowe
Temperatura otoczenia
Temperatura 
przechowywania .

u1 12
t »b -'l0 * t7°

L t g  f  ł 1 u 0

°c

O,.

KARTA KATALOGOWA
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE mierzone w generatorze GFXE-002
^amb - 25°c/

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość
min. . tyP.*. max.

Napięcie wejściowe UI V 9,7 10,3 11,3

Całkowita moc 
wejściowa Ftot ' W - - 2,2

Nominalna często­
tliwość pracy fo

m h!*]
MHz

9380
9500 -

Zakres prze- 
strajania mecha­
nicznego otf--< MU z 400 -

Moc wyjściowa Po mW 10 - -

Przewidziane są dwie wartości nominalnej 
pracy.

częstotli wości

■INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/A6 
02-668 Warszawa
tel.435A01
tlx 8156A7 Druk Z01NTE ITE zain. /86 n.

Cena 20 ?.l
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE






